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Beschreibung 

Verfahren zur strukturierten, selektiven Metallisierung einer 
Oberflache eines Substrats 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur struktu- 
rierten, selektiven Metallisierung einer Oberflache eines 
Substrats. 



10 Das strukturierte Metallisieren eines Substrats bzw. seiner 
Oberflache wird im nachf olgenden mit Bezug auf metallisierte 
Umverdrahtungseinrichtungen auf einer Halbleitereinrichtung 

H beschrieben, obwohl das Verfahren prinzipiell auf vielerlei 

Anwendungsmoglichkeiten ausgedehnt werden kann. Bei der Flip- 

15 Chip-Montage von Halbleiter-Chips auf Leiterplatten mussen 
beispielsweise Randkontakte auf einer Halbleitereinrichtung, 
welche einen sehr geringen Abstand zueinander (pitch) aufwei- 
sen, zur Einbettung in ein Gehause auf die gesamte Chip- 
Flache umverdrahtet werden. Um die Effizienz des Herstel- 

20 lungsprozesses zu steigern, erfolgt dies bevorzugt durch die 
Bearbeitung eines gesamten Wafers, d.h. die Kontakteinrich- 
tungen mehrerer Chips werden gleichzeitig umverdrahtet. 
/ 

./ In Fig. 2 ist eine schematische Draufsicht einer Halbleiter- 
25, einrichtung dargestellt, welche iiber Kontaktierungseinrich- 

tungen 21 bzw. Pads auf einem Substrat 10 verfugt, welche je- 
weils uber Umverdrahtungseinrichtungen 19 auf verteilte bzw. 
grofiere Kontaktierungseinrichtungen 20 gefuhrt werden. GemaB 
Fig. 2 ist ein singularer Chip verdeutlicht , welcher eine 
30 Trenn- bzw. Sagekante vorsieht, entlang welcher der Einzel- 
Chip von einem Wafer getrennt wurde. 

Die deutsche Patentschrif t DE 100 15 213 beschreibt ein Ver- 
fahren zur Metallisierung zumindest einer Isolierschicht ei- 
35 nes Bauelements, wobei durch Strukturierung und Bildung von 
Verbindungen zwischen mehreren Isolierschichten ebenfalls 
mehrere Ebenen zur .Metallisierung freigelegt werden. In der 
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deutschen Patentschrif t DE 100 15 214 ist aufierdem ein Ver- 
fahren zur Metallisierung eines Isolators und/oder eines Di- 
elektrikums beschrieben, wobei der Isolator zunachst akti- 
viert, anschliefiend mit einem weiteren Isolator beschichtet 
und dieser Isolator strukturiert , dann der erste Isolator be- 
keimt und schlielilich metallisiert wird. 

GemaU diesem Stand der Technik warden Losungsbader zur strom- 
losen Metallisierung vorzugsweise in waftriger Losung nahe ge- 
legt, welche jedoch Nachteile aufweisen. Zum einen muli das 
Substrat aktiviert, d-h. angeatzt, werden, bevor eine Keim- 
schicht, z.B. mit Palladium, aufgebracht warden kann, welche 
dann eine stromlose Abscheidung einer Metallisierung ermog- 
licht. Um die Keimschicht strukturieren zu konnen, ist ein 
separater Verf ahrensschritt erf orderlich . Daruber hinaus 
sinkt die Abscheiderate mit zunehmender Schichtdicke der. Me- 
tallisierung, weshalb erreichbare Schichtdicken aus wirt- 
schaftlichen Grunden ( Zeit konsumption) begrenzt sind. Zusatz- 
lich ist die Badchemie sehr komplex und bedarf einer standi- 
gen, relativ aufwendigen Analytik, um sicherzustellen, dali in 
den Losungsbadern die Prozesse derart ablaufen, wie sie vor- 
gesehen sind. Alternativ konnen die Losungsbader haufig ge- 
xwechselt bzw. ausgetauscht werden, wobei aufgrund des Schwer- 
metallgehaltes in den Losungen problembehaf tete Umweltaspekte 
auftreten. Aulierdem werden typischerweise vier Losungen beno- 
tigt, welches einen hohen Aufwand bedeutet. Die vier Bader 
gliedern sich in ein Atz-, ein Bekeimungs-, ein Reduktions- 
und ein abschlielJendes Metallisierungsbad. Schlielilich mufi 
bei einem Badwechsel zur Vermeidung einer gegenseitigen Kon- 
tamination der Losungen die im Bad behandelte Einrichtung ge- 
spult werden, woraus ebenfalls eine Ef f izienzherabset zung 
folgert . 

In einem Artikel von J.M. Blackburn, D.P. Long, A. Cabanas, 
J.J. Watkins, Science 294 (2001) 141 wird ein Verfahren be- 
schrieben, bei dem aus organometallischen Vorstufen (fur Kup- 
fer: Bishexaf luoroacetylacetonat-Kupfer (II) und Tetramethyl- 
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heptandionate-Kupfer (II) ; fur Nickel: Biscyclopentadienyl- 
nickel(II) in aprotischen Losungsmitteln, wie beispielsweise 
flussigem Kohlenstof f dioxyd (CO2) , durch Reduktion mit Was- 
serstoff vollflachige Metallfilme generiert werden konnen. 
Dabei wurde die Losung liber eine kritische Temperatur er- 
hitzt, urn die Metallabscheidung einzuleiten. Strukturierte 
Filme warden, wie oben beschrieben, durch vorhergehende Bei- 
keimung generiert. 

Somit tritt auch im let ztgenannten Verfahren der Nachteil 
auf, dafi eine Beikeimung erforderlich ist, urn eine struktu- 
rierte Metallabscheidung zu ermoglichen. Dies bedeutet einen 
erheblichen Aufwand, sowohl technologisch als auch zeit- und 
damit kostenmaliig • 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfah- 
ren zur strukturierten, selektiven Metallisierung eines Sub- 
strats bereitzustellen, ohne dafi eine vorangehende Beikeimung 
durchgefiihrt werden muli. 

Erf indungsgemafi) wird diese Aufgabe durch das in Anspruch 1 
angegebene Verfahren zur strukturierten, selektiven Metalli- 
/sierung eines Substrats gelost. 

Die der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende Idee besteht 
im wesentlichen darin, eine metallorganische Verbindung zur 
stromlosen Metallisierung zu verwenden, welche thermisch mit- 
tels eines Laserstrahls oder in Belichtung uber eine Maske 
selektiv aktiviert werden kann. Unter Einsatz eines vorbe- 
stimmten Temperaturprof ils konnen alle wesentlichen ProzefJ- 
schritte (Abscheidung einer Startmetallisierung, Verstarkung 
der Startmetallisierung) mit einer einzigen Metallisierungs- 
losung erfolgen. 

In der vorliegenden Erfindung werden die eingangs erwahnten 
Probleme insbesondere dadurch gelost, dafi ein Substrat vor- 
zugsweise in einer entsprechenden Kammer unterhalb der Ab- 
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scheidetemperatur des jeweiligen gelosten Metalls vorgeheizt 
wird, und der Abscheideprozefi dadurch lokal initiiert wird, 
daB Energie, z.B. von Photonen, in thermische Energie umge- 
wandelt wird und die Temperatur an der Oberflache des Sub- 
5 strats lokal uber die Abscheidetemperatur der vorzusehenden 
Metallisierung gebracht wird. Daraus folgt eine Metallab- 
scheidung aus einem uber der Oberflache des Substrats vorge- 
sehenen Fluids selektiv in vorbestiminten Bereichen. 



10 In den Unteranspruchen finden sich vorteilhafte Weiterbildun- 
gen und Verbesserungen des Erf indungsgegenstandes . 

Gemali einer bevorzugten Weiterbildung wird die Temperatur an 
der Oberflache des Substrats lokal mittels selektivem Vorse- 
15 hen von Photonen in den vorbestimmten Bereichen uber die Ab- 
scheidetemperatur erhoht . 

Gemafi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung werden die 
Photonen von einer Lasereinrichtung erzeugt. 



20 



GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung fuhrt die La- 
sereinrichtung einen Laserstrahl selektiv uber vorbestimmte 
Bereiche auf der Oberflache des Substrats. 



25 Gemafi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird nach dem 
photonenbasierten Abscheiden einer Startmetallisierung in den 
vorbestimmten Bereichen auf der Oberflache des Substrats die 
Temperatur des Substrats so weit erhoht, bis die Metallab- 
scheidung bis zur vorbestimmten Metallisierungsdicke autoka- 

30 talytisch erfolgt. 

Gemafl einer weiteren bevorzugten Weiterbildung werden die 
Photonen von einer Einrichtung zum Erzeugen von Lichtpulsen 
generiert . 



35 



t 
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Gemafi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird zur loka- 
len Temperaturerhohung durch die Lichtpulse eine Maske auf 
die Oberflache des Substrats projiziert. 

5 GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist die Mas- 
ke eine ref lektierende Oberflache, beispielsweise aus Chrom, 
auf - 

Gemafi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung erfolgt die 
10 strukturierte Metallabscheidung an den lokal erwarmten 

und/oder belichteten Bereichen an der Oberflache des Sub- 
strats nachfolgend durch weitere Temperaturerhohung autokata- 
|p lytisch bis zur gewiinschten Metallisierungsdicke . 

15 GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird das Vor- 
heizen des Substrats auf eine Temperatur knapp unterhalb der 
Abscheidetemperatur des gelosten Metalls eingestellt. Der 
Ausdruck ,,gelostes Metall^' definiert hier vorzugsweise eine 
Losung eines zur Metallabscheidung befahigten metallorgani- 

20 schen Komplexes bzw. Salzes ggf. mit reduzierenden Zusatzen. 

GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird das Me- 
tall fur die strukturierte Metallisierung auf der Oberflache 
des Substrats mittels einer liquiden Losung einer metallor- 
25 ganischen Verbindung zugefuhrt. 

#y 

GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird die me- 
tallorganische Verbindung in einem aprotischen Losungsmittel ^ 
wie beispielsweise CO2, Kohlenwasserstof f en, Parafinen, Aro- 
30 maten oder Ethern, gelost. 

GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist das mit 
der strukturierten Metallisierung zu versehende Substrat ein 
anorganisches Substrat, insbesondere Si02 oder SiN, auf. 

35 

GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist das mit 
der strukturierten Metallisierung zu versehende Substrat ein 
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organisches Substrat, insbesondere Polyimid oder Polybenzoxa- 



Gemali einer weiteren bevorz'ugten Weiterbildung wird das Ver- 
5 fahren in einer ProzeBkammer mit einer fur die entsprechenden 
Photonen transparenten Abdeckungseinrichtung, vorzugsweise 
aus Quarzglas^ zum Einbringen von Photonen durchgef iihrt . 

Gemali einer weiteren bevorzugten Weiterbildung sitzt das Sub- 
10 strat beispielsweise eines Wafers auf einer temperierbaren 
Halterung. 

Gemaft einer weiteren bevorzugten Weiterbildung werden auch 
die zuzufiihrenden Prozeiichemikalien, wie z.B. eine Metallo- 
15 sung, temperiert. 

Gemali einer weiteren bevorzugten Weiterbildung bildet die 
strukturierte Metallisierung auf der Oberflache des Substrats 
eine Umverdrahtungseinrichtung auf einem vorzugsweise passi- 
20 vierten Halbleitersubstrat . 

Ein Ausf uhrungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen 
dargestellt und in der nachf olgienden Beschreibung naher er- 
lautert . 



auf. 




Es zeigen: 



Fig. 1 



eine schematische Seitenansicht eines zu metalli- 



30 



sierenden Substrats zur Erlauterung einer Ausfiih- 
rungsform der vorliegenden Erfindung; und 



Fig. 2 



eine schematische Draufsicht einer Halbleiterein- 



richtung mit vorgesehener Umverdrahtungsmetallisie- 



rung . 



35 



In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder 
funktionsgleiche Bestandteile . 
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Fig, 1 zeigt eine schematische Seitenansicht eines zu metal- 
lisierenden Substrats zur Erlauterung einer Ausf uhrungsf orm 
der vorliegenden Erfindung. 

5 

In Fig. 1 ist ein Substrat 10 dargestellt, welches vorzugs- 
weise ein Halbleitersubstrat in Wafer-Form darstellt. Das 
Substrat 10 sitzt auf einer temperierbaren Halterung 11, wel- 
che beispielsweise uber einen Fliissigkeitsstrom 11' einstell- 

10 barer Temperatur temperiert werden kann. Das Substrat 10 ist 
innerhalb einer Prozelikammer 12 angeordnet, die vorzugsweise 
ein transparentes Fenster 13 bzw. eine lichtdurchlassige Ab- 

I deckung uber dem Substrat 10 aufweist, Uber eine Zufuhrung 14 
konnen, vorzugsweise temperierte, Prozeftchemikalien, wie z-B. 

15 ein aprotisches Losungsmittel, mit einer darin gelosten Me- 
tallvorstufe wie beispielsweise metallorganische Kupfer oder 
Nickelverbindungen in die Prozelikammer 12 eingebracht werden 
und die ProzeiSkammer 12 uber einen Auslafi 15 wieder verlas- 
sen. 

20 

Uber das transparente Prozeftkammerf enster 13, welches vor- 
zugsweise aus Quarzglas besteht, konnen beispielsweise Photo- 
nen, also Energie, in die Prozelikammer 12 eindringen. Zur Ge- 
nerierung von Photonen, d.h. von Lichtenergie, besteht zum 
25 einen die Moglichkeit , eine Lasereinrichtung 16 einzusetzen, 
^ welche einen gezielt steuerbaren Laserstrahl 17, beispiels- 
weise iiber eine Linsenoptik 18, zu vorbestimmten Bereichen 

19, 20 auf der Oberflache des Substrats 10 fuhrt. Solche vor- 
bestimmten Bereiche 19, 20 sind beispielsweise eine Umver- 

30 drahtungsleiterbahn 19 und/oder ein Umverdrahtungskontakt-Pad 

20. Durch die Photonenenergie der Lichtteilchen im Laser- 
strahl 17 wird die Temperatur an den vorbestimmten Bereichen 
19, 20 auf der Oberflache des Substrats 10 durch den gesteu- 
erten Laserstrahl lokal uber die Abscheidetemperatur des in 

35 einem Fluid gelosten Metalls in dem vorzugsweise aprotischen 
Losungsmittel gebracht . Nach erfolgter vollstandiger Abschei- 
dung einer Startmetallisierung in den vorbestimmten Bereichen 
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19, 20 kann die Temperatur des Substrats so weit erh5ht wer- 
den, bis die Metallabscheidung autokatalytisch bis zur ge- 
wianschten Metallisierungsdicke weiter f ortschreitet . Um je- 
doch eine homogene Schichtdicke zu erzielen, wird die Tempe- 
5 ratur der Kammer bis zur vollstMndigen Ausbildung der Start- 
metallschicht auch bei einer bereits vorhandenen Metall- 
schicht in den Bereichen 19, 20 auf der Oberflache des Sub- 
strats 10 unterhalb der Abscheidetemperatur gehalten. 

10 Die Startmetallisierung wird bei einer Temperatur Tl abge- 
schieden. Diese Startmetallisierung legt die Strukturierung 
durch Photonenenergiezuf uhr fest. Nach abgeschlossener Start- 

I metallisierung wird die Temperatur auf T2 erhoht. Hier findet 
die Metallabscheidung nur in den Bereichen mit Startmetalli- 

15 sierung statt d.h. die Metallschichten werden homogen ver- 
starkt. Bei einer noch weiter erhohten Temperatur T3 findet 
eine Metallabscheidung unabhangig vom Substrat statt. T2. muss 
unterhalb von T3 liegen. 

20 Andererseits laJit sich die lokale Temperaturerhohung in den 
vorbestimmten Bereichen 19, 20 auf der Oberflache des Sub- 
strats 10 durch einen, vorzugsweise hochenergetischen, Licht- 
puls erzeugen, welcher von einer Maske (nicht dargestellt) 
auf der Oberflache des Substrats 10 teilweise reflektiert 

25 wird. Eine fur einen solchen Einsatzfall geeignete struktu- 

^ rierte Maske weist eine ref lektierende Oberflache, beispiels- 
weise mit Chrom, auf. Die Maske deckt alle Oberf lachenab- 
schnitte des Substrats 10 ab, welche nicht durch den Belich- 
tungs- bzw. lokalen ErwarmungsprozeB mit einer Metallisierung 

30 versehen werden sollen. 

Von Vorteil ist hierbei, dali die Temperatur des Substrats 10 
und/oder der Prozesschemikalien bis knapp unterhalb der Ab- 
scheidetemperatur eingestellt werden kann. Die weitere Me- 
35 tallabscheidung kann dann nachfolgend an den anfanglich be- 
lichteten Stellen autokatalytisch bis zur gewunschten Metal- 
lisierungsdicke erfolgen. Anstelle einer Lasereinrichtung 16 
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Oder eines Lichtblitzes uber eine entsprechende Projektions- 
anordnung mit einer Lichtquelle und einer Maske kann die lo- 
kale, strukturierte, d.h. selektive Erwarmung beispielsweise 
auch uber einen hochenergetischen Stepper erfolgen, wobei die 
5 Strukturierung uber eine Fadenkreuzoptik bzw. ein Reticel ge- 
wahrleistet werden kann. 

,Grundsatzlich ist die Wahl der Substratf lache 10 beliebig, 
wobei der Photonenpuls jedoch so gut absorbiert werden soll- 

10 te, dali eine lokale Erwarmung auftritt. Anorganische Substra- 
te, wie beispielsweise Si02 und SiN, wobei deren Absorptions- 
verhalten uber deren Schichtdicke gesteuert werden kann, sind 

1^ ebenso geeignet wie organische Substrate, wie z.B. Polyimid 
Oder Polybenzoxazole, welche sich ohnehin meist als Puffer- 

15 bzw. Passivierungsschicht auf einem Chip oder Wafer befinden 
und Licht unterhalb einer Wellenlange von 400 nm besonders 
gut absorbieren. 

Ein zusatzlicher Vorteil beim erf indungsgemaBen Verfahren be- 
20 steht darin, daB ursprunglich, d.h. vor dem Aufbringen der 

Umverdrahtungseinrichtung 19, 20, auf dem Substrat vorgesehe- 
ne Kontaktierungseinrichtungen 21, beispielsweise Aluminium- 
Pads, nicht gegen eine wassrige Umgebung geschiitzt bzw. zur 
Metallabscheidung veredelt werden mussen, beispielsweise in 
25 einem kostenauf wendigen Zinkat-ProzeB . Die Verwendung eines 
^ * aprotischen Losungsmittels stellt hierbei einen ausreichenden 
Schutz bereit. 

Gerade auf dem Anwendungsgebiet , eine Umverdrahtungseinrich- 
30 tung 19, 20 auf einem Substrat 10 bereitzustellen, werden 

keine sehr hohen Anf orderungen an die Auflosung (> 20 ]im) ge- 
stellt. Dementsprechend konnen als aprotisches Losungsmittel 
fur die Abscheidung einer Metallisierung anstatt flussigem 
CO2 auch andere aprotische Losungsmittel, wie beispielsweise 
35 Kohlenwasserstof f e (Hexan, Heptan, Octan) , Paraf ine, Aromate 
(Benzol, Toluol, Xylol, Mesitylen, Cumol) , Ether (Anisol, 
Diphenylether , Dibutylether , Diethylenglykoldiethylether ) 
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Oder andere hochsiedende Vertreter dieser Klasse eingesetzt 
werden. Neben Wasserstoff als Reduktionsmittel kann auch 
Formaldehyd Verwendung finden. 

Obwohl die vorliegende Erfindung vorstehend anhand bevorzug- 
ter Ausf uhrungsf ormen beschrieben wurde, ist sie darauf nicht 
beschrankt, sondern auf vielfaltige Weise modif izierbar . 

So ist insbesondere die Angabe von konkreten Losungsmitteln 
bzw. Metallen bzw. Substraten beispielhaft zu sehen. Anstelle 
einer Abscheidung von Kupfer als Metallisierung liber den vor- 
bestimmten Bereichen ist beispielsweise auch Nickel verwend- 
bar. Daruber hinaus laBt sich die Reduktion nicht nur in COa, 
sondern beispielsweise auch in Mesitylen durchfuhren. 

Daruber hinaus kann die lokale Temperaturerhohung in bzw.. 
iiber den vorbestimmten Bereichen auch anderweitig als mit 
Photonen, beispielsweise mit Elektronen-, Gamma- oder lonen- 
strahlen, bewerkstelligt werden. 
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Patentanspriiche : 

1. Verfahren zur strukturierten, selektiven Metallisierung 
5 einer Oberflache eines Substrats (10) mit den Schritten: 

Vorheizen des Substrats (10) auf eine Temperatur unterhalb 
einer Abscheidetemperatur eines in einem oberhalb der 
Oberflache des Substrats (10) vorgesehenen Fluids gelosten 
10 vorbestiininten Metalls; 



# 



strukturiertes Abscheiden des in dem Fluid gelosten vorbe- 
stimmten Metalls in vorbestimmten Bereichen (19, 29) auf 
der Oberflache des Substrats (10) durch lokales Erhohen 
15 der Temperatur an der Oberflache des Substrats (10) uber 

die Abscheidetemperatur. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 
20 dafi die Temperatur an der Oberflache des Substrats (10) 

lokal mittels selektivem Vorsehen von Photonen in den vor- 
bestimmten Bereichen (19, 20) uber die Abscheidetemperatur 
erhoht wird. 

25 3. Verfahren nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Photonen von einer Lasereinrichtung (16) erzeugt 

werden. 



30 4. Verfahren nach Anspruch 3, 

dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Lasereinrichtung (16) einen Laserstrahl (17) se- 
lektiv uber die Oberflache der vorbestimmten Bereiche (19, 
20) auf dem Substrat (10) fuhrt. 



35 
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5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi nach dem photonenbasierten Abscheiden einer Startme- 
tallisierung in den vorbestimmten Bereichen (19, 20) auf 
dem Substrat (10) die Temperatur des Substrats (10) soweit 
erhoht wird, bis die Metallabscheidung bis zur vorbestimm- 
ten Metallisierungsdicke autokatalytisch erfolgt. 

6. Verfahren nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daJi die Photonen von einer Einrichtung zum Erzeugen von 
Lichtpulsen generiert werden. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

dais vor der lokalen Temperaturerhohung durch die Lichtpul- 
se eine Maske auf die Oberflache des Substrats (10) aufge- 
bracht wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Maske eine ref lektierende Oberflache, beispiels- 
weise aus Chrom, aufweist. 

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche 6 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

dali die strukturierte Metallabscheidung in den lokal er- 
warmten und/oder belichteten Bereichen (19, 20) nachfol- 
gend autokatalytisch bis zur gewunschten Metallisierungs- 
dicke erfolgt, 

10. Verfahren nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet. 
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10 



daB das Vorheizen des Substrats (10) auf eine Temperatur 
knapp unterhalb der Abscheidetemperatur des gelosten Me- 
talls eingestellt wird. 

11. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 
dafJ das Metall fur die strukturierte Metallisierung dem 
Substrat (10) mittels einer liquiden Losung einer metall- 
organischen Verbindung zugefuhrt wird. 



12. Verfahren nach Anspruch 11, 

dadurch gekennzeichnet, 
dalJ die metallorganische Verbindung in einem aprotischen 
Losungsmittel, wie beispielsweise CO2, Kohlenwasserstof f en 
15 Parafinen, Aromaten oder Ethern, vorliegt. 



13. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dali das mit der strukturierten Metallisierung (19, 20) zu 
20 versehende Substrat (10) ein anorganisches Substrat, ins- 

besondere Si02 oder SiN, aufweist. 

14. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche, 
( dadurch gekennzeichnet, 

2^ dafi das mit der strukturierten Metallisierung (19, 20) zu 

versehende Substrat (10) ein organisches Substrat, insbe- 
sondere Polyimid oder Polybenzoxazole, aufweist. 

15. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche, 
30 dadurch gekennzeichnet, 

dafi das Verfahren in einer Prozesskammer (12) mit einer 
transparenten Abdeckungseinrichtung (13) , vorzugsweise aus 
Quarzglas, zum Einbringen von Photonen durchgefiihrt wird- 

35 16. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche, 
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dadurch gekennzeichnet, 

dafi das Substrat (10) beispielsweise als Abschnitt eines 

Wafers auf einer temperierbaren Halterung (11) sitzt. 

17. Verfahren nach Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, 

dalJ auch die zuzuf uhrenden Prozesschemikalien, wie z,B. 
eine metallhaltigen Losung, temperiert werden. 

18. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die strukturierte Metallisierung (19, 20) auf der 
Oberflache des Substrats (10) eine Umverdrahtungseinrich- 
tung auf einem vorzugsweise passivierten Halbleitersub- 
strat bildet. 
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Zusammenf assung : 

Die vorliegende Erfindung stellt ein Verfahren zur struktu- 
rierten^ selektiven Metallisierung einer Oberflache eines 
Substrats (10) bereit, mit den Schritten: Vorheizen des Sub- 
strata (10) auf eine Temperatur unterhalb einer Abscheidetem 
peratur eines in einem oberhalb der Oberflache vorgesehenen 
Fluids gelosten vorbestimmten Metalls; strukturiertes Ab- 
scheiden des in dem Fluid gelosten vorbestimmten Metalls in 
vorbestimmten Bereichen (19, 29) auf der Oberflache des Sub- 
strats (10) durch lokales Erhohen der Temperatur uber die Ab 
scheidetemperatur . 



Fig. 1 
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Bezugszeichenliste 

10 Substrat (anorganisch oder organisch) 

11 temperierbare Halterung 

11^ Fliissigkeitsstrom einstellbarer Temperatur 

12 ProzeBkammer 

13 transparent es Prozelikammerf enster 

14 Zufiihrung fur z.B. temperierte Prozelichemikalien 

15 Auslafi von Prozelichemikalien 

16 Lasereinrichtung 

17 Laserstrahl 

18 Ablenkoptik fiir den Laserstrahl 

19 Umverdrahtungsleiterbahn 

20 Umverdrahtungskontaktierungseinrichtung 

21 vor Umverdrahtung vorhandene Pads, z.B. aus Al 



